
RF マグネトロンスパッタ法による Si(100)基板上への YbN 薄膜の形成 

Formation of YbN thin film by RF magnetron sputtering 

東工大総理工 ○高橋 雅之, 大見 俊一郎 

Tokyo Institute of Technology, 
○
Masayuki Takahashi, Shun-ichiro Ohmi 

E-mail: takahashi.m.at@m.titech.ac.jp 

 

1. はじめに 

希土類窒化物は、磁気的、光学的特性や、

歪により強誘電性を有するという報告が近

年なされ[1]、デバイスへの応用が期待されて

いる。今回、我々は Si(100)基板上への YbN

薄膜の形成に関する検討を行ったので報告

する。 

  

2. 実験方法 

SPM洗浄、希フッ酸処理を行った n-Si(100)

基板上に、RF マグネトロンスパッタ法によ

り室温で、YbN(40 nm)/n-Si(100)、及び HfN(20 

nm)/YbN(40 nm)/n-Si(100)構造を形成した。

YbN薄膜堆積時のガス圧力は 0.61 Pa、Ar/N2

ガス流量比は 3.1/2.1 sccmとして堆積した。

作製した試料を XPS により深さ方向組成分

布に関する検討を行った。 

 

3. 実験結果及び考察 

図 1 に作製した試料の XPS による深さ方

向組成分布を示す。図 1(a)に YbN/n-Si(100)

構造の深さ方向組成分布を示す。この結果か

ら、YbN/n-Si(100)構造では大気曝露により

YbN 薄膜中の N はすべて脱離し酸化してい

ることが分かった。図 1(b)に HfN 保護膜を

用いた場合の深さ方向組成分布を示す。HfN

保護膜を形成することにより、YbN 層の酸

化が抑制されていることが分かった。また、

形成したYbN薄膜の組成はYb:N=7:3である

ことが分かった。 
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図 1 YbN薄膜の深さ方向組成分布 

(a) YbN/n-Si(100), (b) HfN/YbN/n-Si(100) 
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